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１．概要（Summary） 

シリコン構造体に高い応力のかかるMEMSデバイスの

実現のために、2020 年より東京大学微細加工プラットフ

ォームの高速シリコン深掘りエッチング装置を利用して、

シリコンエッチング側壁の品質向上を継続している。シリコ

ン深掘エッチング時に発生するピットなどの欠陥を極力抑

えることに去年度は注力したが、今年度はさらなる改善の

ために側壁の凹凸形状（スキャロップ）のピッチを低減化

する活動を行っている。 
 

２．実験（Experimental） 
【利用した主な装置】 
高速シリコン深掘りエッチング装置(MUC-21 

ASE-Pegasus) 
高精細電子顕微鏡(Regulus 8230) 
【実験方法】 
 SOI 基板上にフォトレジストマスクパターンを形成し、深

掘りエッチングを行った。エッチングレシピは、エッチン

グステップとデポジションステップを繰り返すが、今

回はスキャロップのピッチ幅を縮小化するため、それ

ぞれのステップを短縮化し、SEM によるシリコン側壁の

詳細観察と実験を繰り返し、エッチングレシピを調整して

いった。 
 
３．結果と考察（Results and Discussion） 

以下に今回の実験で得られたシリコン構造体の SEM
写真を示す。Fig. 1 がスキャロップピッチ低減化前で Fig. 
2がピッチ低減化レシピを適用した例である。700nm程で

あったピッチは、250nm まで低減化されている。 
今回のスキャロップピッチ低減化により、より高い応力に

耐えるデバイスを実現できたが、面内均一性に課題があり、

現在改良のために活動を継続している。 

 

 
Fig. 1 SEM photo of etched silicon sidewall with 

scallop pitch of ~700nm  

 
Fig. 2 SEM photo of etched silicon sidewall with 

scallop pitch of ~250nm  
 
４．その他・特記事項（Others） 
三田吉郎准教授、Eric Lebrasseur 様（東京大学超微
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